意见汇总处理表
国家标准名称：半导体硅片电阻率及薄膜薄层电阻测定
负责起草单位：万向硅峰电子股份有限公司

承办人：                       电话：                         2007年11月2填写

	序号
	国家标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理结果
	备注

	1
	2.规范性引用文件
	建议用国标为主
	洛阳单晶硅
	改为：1. GB/T14264-1993—半导体材料术语

  GB/T11073-1989—硅片径向电阻率变化的测试方法

  GB/T1552-1995—硅、锗电阻率测定  直排四探针法

  GB/T14141-1993—硅外延片、扩散片和离子注入层薄层电阻的测定直排四探针法方法

  GB/T6618-1995—硅片厚度及厚度变化的测试方法
国家标准。
2.MI MF673-1105
	

	2
	5.1.5
	环境应有一定的洁净度
	洛阳单晶硅
	环境洁净度不低于10000级
	

	3
	5.1.6
	仪器按一定时间预热
	洛阳单晶硅
	仪器预热20分钟以上
	

	4
	6.精密度和偏差
	做精密度的验证
	洛阳单晶硅
	1.25个样片
2.5个实验室

3.重复性范围
	

	5
	标准名称
	半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻率测定 非接触涡流法
	天津46所
	非接触涡流法测定硅片及硅薄膜薄层电阻率
	待

讨

论

	6
	4.3.2
5.2..1
	温度计和测量环境温度中“精度到0.1℃”表述不清　
	天津46所
	精度±0.1℃
	


说明：⑴发送“征求意见稿”的单位数：8 个。

⑵收到“征求意见稿”后，回函的单位数：8  个。 

⑶收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：2  个。

⑷没有回函的单位数：0  个。

